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2SC5299

硅双极型平面三重扩散 NPN功率开关晶体管

特点与应用：

 大的输出电流：Ic=10A
 高的击穿电压：VCEO≥800V
 低的饱和压降：VCE(sat)≤2V
 快的开关速度：tf<0.2us
 宽的工作区域：SOA
 适用于大功率超声波工业电源等

注意 1：能够持续不断的负荷运行：比如应用于高温度、高电

压、大电流，并适用于温度的大变化等。

注意 2：在以下的操作环境下功率晶体管的可靠性可能会降低：

比如运用在最大的电流和最高的温度和电压等。

绝对最大额定参数值(Tc=25℃):

封装形式: TO-3PF

参数名称 符号 额定值 单位

集电极-发射极电压 VCBO 1500 V
集电极-基极电压 VCEO 800 V
发射极-基极电压 VEBO 6 V
集电极电流 IC 10 A
基极电流 IB 5 A
集电极功率损耗(Tc=25℃) PC 70 W
接点温度 Tj 150 ℃

存储温度范围 TSTG -55~150 ℃



2SC5299

版本号：A01 修订日期：2019/12/1 2/3

电参数 (Tc=25℃):

参数名称 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

集电极-基极击穿漏电 ICBO VCB=800V; IE=0 10 uA

发射极-基极击穿漏电 IEBO VEB=4V; Ic=0 1 mA

集电极-发射极击穿电压 V(BR)CEO IC=100mA,IB=0 800 V

放大增益

hFE VCE=5V; IC=1A; 8 30

hFE(2) VCE=5V; IC=10A; 4

集电极-发射极饱和电压 VCE(sat) IC=8A; IB=2A 5.0 V

基极-发射极饱和电压 VBE(sat) Ic=8A;IB=2A 1.5 V

存储时间 Tstg VCC=5V; IC=0.5A 3.0 uS

典型特征:

参数 参数说明 典型值 条件

RθJC 结到管壳温度 0.35 ℃/W
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封装信息：TO-3PF封装

注意：

昌德微电子股份有限公司在改变产品测试规范与规格书的前提下有权不进行另行通知， 你在使用这款产品时，

请向我司确保获得的是最新的规格书。因违规使用产品或使用超出该产品规范以外的条件下，造成产品损坏昌

德微电子股份有限公司不承担任何责任。当在你的设备上使用昌德微电子股份有限公司的产品，你应该采取适

当的安全措施，以避免使用时设备造成对人身体伤害，火灾或其他问题。

总部：

无锡昌德微电子股份有限公司

江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200号 G2栋，邮编： 214135

电话号码：:+86-510-85160109 传真:+86-510-85165556

Symbol
单位 mm

Min Nom Max

A 5.30 5.50 5.70

A1 3.30 3.50 3.70

A2 3.20 3.40 3.60

b 0.80 1.0 1.20

b1 1.80 2.00 2.20

b2 1.40 1.60 1.80

c 0.40 0.50 0.60

e 5.25 5.45 5.65

E 15.4 15.6 15.8

E1 10.0 10.2 10.4

H 22.8 23.0 23.2

H1 16.0 16.5 17.0

H2 21.2 21.4 21.6

H3 9.10 9.30 9.50

H4 8.55 8.75 8.95

H5 10.2 10.4 10.6

H6 2.55 2.70 2.85

G 5.3 5.5 5.7

ФP 3.00 3.20 3.40


